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【はじめに】表面活性化ボンディング（SAB）

法によるタンデム太陽電池の作製が可能であ

る[1-3]。サブセル間の電気伝導において

Si/GaAs ヘテロ接合が用いられていた。しかし

ながら接合面 GaAs (Eg = 1.42 eV) 層の光吸収

により Si ボトムセルに入射する光の波長が制

限されている。今回我々は、SAB 法を用いて

Si/InGaP (Eg = 1.86 eV)へテロ接合を作製し、電

気特性の評価を行った。 

【実験手順】p
+
-Si 基板(キャリア濃度

2.6E19cm
-3)、 n-GaAs 基板上 n

+
-InGaP エピタ

キシャル層(キャリア濃度 1E19cm
-3)と n

+
-Si基

板(キャリア濃度 2.6E19cm
-3)を使用し、接合を

行った。真空蒸着・アニールにより各基板の裏

面にオーミック電極を形成し、ダイシングによ

り 2mm×2mm サイズのサンプルを作製した。

室温でそれらの電流電圧(I-V)特性を評価した。 

【測定結果】得られた I-V 特性を図１に示す。

p
+
-Si/n

+
-InGaP、n

+
-Si/n

+
-InGaP、p

+
-Si/n

+
-GaAs、

n
+
-Si/n

+
-GaAs 接合の界面抵抗はそれぞれ 4.02、

0.16、0.17、0.13 Ω·cm
2であった。電流密

度 22 mA/cm
2に対応する電圧は

n+-Si/n+-InGaP接合が 3.5 mV で、相当する損

失は 0.08 mW/cm
2（変換効率への影響 0.08 %）

である。今回の結果は、SAB 法による作製し

た n
+
-Si/n

+
-InGaP ヘテロ接合は Si/GaAs ヘテロ

接合と同様タンデム太陽電池のサブセル間の

電気伝導に応用可能性を示している。 

【謝辞】本研究の一部は JST-CREST「太陽光

を利用した独創的クリーンエネルギー生成技

術の創出」の助成を受け実施されたものである。 
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Fig. 1 I-V characteristics of p
+
-Si/n

+
-InGaP, 

n
+
-Si/n

+
-InGaP, p

+
-Si/n

+
-GaAs, and n

+
-Si/n

+
-GaAs 

junctions measured at room temperature.  
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